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前    言
本标准等同采用SEMI M8-0703《硅单晶抛光试验片规范》。
本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会归口。

本标准起草单位：宁波立立电子股份有限公司，浙江海纳
本标准主要起草人： 宫龙飞、何良恩、许峰、黄笑容、刘培东
硅单晶抛光试验片规范

1. 主题内容与适用范围：

1.1 本规范规定了半导体器件制备中用作检验和工艺控制的硅单晶试验片的技术要求。
1.2 本规范包括尺寸规格、结晶取向及表面缺陷特性等。规范涵盖了2英寸到300mm所有标准直径的试验硅片技术要求，并根据特性的参数项将试验片划分为：小尺寸硅片(直径小于等于125mm以下)和大尺寸硅片(直径大于等于150mm)。

1.3 对于硅单硅片应用有更高的要求时，如：颗粒测试硅片、光刻分辨率试验用硅片以及金属离子监控片等。对于上述所述的硅片要求，参见SEMI M24。

1.4 仲裁时，标称直径为2 inch和3 inch的硅片应使用美国惯用单位，直径不小于100mm的硅片使用通常称为公制的SI（国际单位制）单位。

1.5 本标准并不涉及与标准使用有关的安全问题。如有需要，在使用前，用户应自行建立合适的安全健康规程，确定规章制度的适用性等。
2. 规范性引用文件：

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

2.1 国家标准：

GB/T1550  非本征半导体材料导线类型测试方法

GB/T1554  硅晶体完整性化学择优腐蚀检验方法

GB/T1555  半导体单晶晶向测定方法
GB/T2828  逐批检查计数抽样程序及抽样表

GB/T4058 硅抛光片氧化诱生缺陷的检验方法

GB/T6616  半导体硅片电阻率及硅薄膜电阻率测定

GB/T6618  硅片厚度和总厚度变化测试方法

GB/T6619  硅片弯曲度测试方法

GB/T6620  硅片翘曲度非接触式测试方法

GB/T6621  硅抛光片表面平整度测试方法

GB/T6624  硅抛光片表面质量目测检验方法

GB/T11073 硅片径向电阻率变化的测量方法

GB/T12962 硅单晶

GB/T12964硅单晶抛光片

GB/T13387电子材料晶片参考面长度测量方法
GB/T13388 硅片参考面结晶学取向X射线方法

GB/T14140硅片直径测量方法

GB/T14143  300-900um间隙氧含量红外吸收测量方法

GB/T14264 半导体材料术语

YS/T26    硅片边缘轮廓检验方法

2.2 SEMI标准

SEMI M1  硅抛光片规范
SEMI M18 硅片订货单格式
SEMI M24 硅单晶优质抛光片规范
2.3 ASTM标准

国标中未有规定的测试标准，参考适用的ASTM标准的详表，见SEMI M18标准中的表1。
3. 术语和定义
3.1 GB/T12964《硅单晶抛光片》中定义的相关术语适用于本规范。
3.2 其他相关的一些术语定义在GB/T14264-1993 《半导体材料术语》中。

3.3 下列定义适用于本规范
3.3.1 机械测试片 mechanical test wafer

只适用于检验仪器，侧重于尺寸和结构特性检测的硅片。
3.3.2 工艺测试片 process test wafer

适用于加工工艺及区域和加工洁净度（比机械试验等级高）检测的硅片。
3.3.3 原始测试片 virgin test wafer

在半导体制造中首次使用的测试片。
4. 硅抛光试验片规格格式及内容
4.1 小直径硅片

4.1.1当订购硅片时，所要求的条款可能已经在SEMI M18中列出。在订购小直径试验片时，并非所有的条款都需要。下列条款包括在3个规格组合中，条款后方括号中的数字就是SEMI M18中的条款号。
4.1.1.1 组合1，一般特性和几何尺寸——生长方法[1.1]，直径[6.1]，表面取向[6.9]，厚度[6.7]，取向基准（参考面和切口）[6.2~6.5]，以及边缘轮廓[6.6]。
4.1.1.2 组合2，表面特性——表面缺陷列在表3和表4中[7.1~7.2，8.1~8.16]。

4.1.1.3 组合3，基本的固有特性——导电类型[1.3]，掺杂剂[1.4]和电阻率[2.1]。

表1  小直径硅试验片分类

	类别
	采用的规格组合

	A
	1，2，3

	B
	1，2

	C
	1


4.1.2上述条款并非必须全部列出，其中许多条款是由硅片类别和标称直径的组合规定的。总之，在采购小直径硅试验片时，下列条款必须在订货单中列出。

4.1.2.1 硅片类型（A, B或C）。

4.1.2.2 标称直径和表面取向。
4.1.2.3 生长方法（见6.1节）。

4.1.2.4 批验收程序（见8.1节）。

4.1.2.5 合格证书（如果要求）（见11节）。

4.1.2.6 包装和标志（见12节）。
4.1.2.7 表中列出的任一可选项。
4.1.2.8合适的测试方法（当SEMI M18表1包含不止一项的参数时）。

4.1.3对A类和B类的试验片，如果需要控制表面特性，必须根据4.1.2中规定的各项确定特殊的表面缺陷控制方法(见10节)，参见表3，8.1~8.16节。

4.1.4 对A类试验片，除了4.1.2和4.1.3中规定的项目外，还需规定以下项目：
4.1.4.1 导电类型。

4.1.4.2 电阻率。
4.2 大直径硅片

4.2.1订购150mm， 200mm和300mm的硅试验片的订货单中应包括由表2所列的相应规格组合成的条款。表2中列出了两个不同的规格组合，条款后方括号中的数字就是SEM1 M18中的条款号。
表2  大直径硅试验片分类
	类别
	采用的规格组合

	机械
	1

	工艺
	1，2


4.2.1.1 组合1，一般特性和几何尺寸——生长方法[1.1]，直径[6.1]，表面取向[6.9]，厚度[6.7]，取向基准（参考面和切口）[6.2~6.5]和边缘轮廓[6.6]。

4.2.1.2 组合2，表面和固有特性——表面缺陷列在表3中[7.1~7.2，8.1~8.16]，导电率[1.3]，掺杂剂[1.4]和电阻率[2.1]。
4.2.2上述条款并非必须全部列出，其中许多条款是由硅片类别和标称直径的组合规定的。总之，在采购小直径硅试验片时，下列条款必须在订货单中列出。

4.2.2.1 硅片类型（机械或者工艺）。

4.2.2.2 标称直径和表面取向。
4.2.2.3 生长方法（见6.1节）。

4.2.2.4 批验收程序（见8.1节）。

4.2.2.5 合格证书（如果要求）（见11节）。

4.2.2.6 包装和标志（见12节）。

4.2.2.7 表中列出的任一可选项。

4.2.2.8合适的测试方法（当SEMI M18表1包含不止一项的参数时）。
5. 尺寸和允许偏差

5.1 材料应符合表3、表4和表5规定的参数值。

如果试验片规定边缘倒角，则边缘轮廓应符合GB/T12964《硅单晶抛光片》中5.7条的要求，且应与硅抛光片标准适用的相同标称直径和厚度硅片的Cy的尺寸相一致。如果不明确规定边缘轮廓，则对硅片上可能存在的任何边缘轮廓的几何尺寸没有规范。
5.2 材料应符合表中的结晶学取向细节的要求。

6. 材料和制造

6.1 材料应由按订货单或合同中规定的工艺生产的单晶制成的硅片组成。

7. 电学要求

7.1  A类试验片和工艺试验片，应符合订货单或合同中规定的如下详细要求：
7.1.1 导电类型。
7.1.2 电阻率。
8. 抽样

8.1若无其他规定，应使用ASTM E122规定的抽样方案。按其规定，根据ANSI/ASQC Z1.4，从每批中选取适当数量的样本。根据ANSI/ASQC Z1.4对致命的，严重的和轻的分类定义，对每个质量特性，定出合格质量水平（AQL）和每百单位产品不合格品数值（LTPD）。如果需要并在定货单或合同中，可对每一类别分别定出累计的AQL或LTPD值。检验水平应供需双方商定。

9. 测试方法

9.1 导电类型测量按照GB/T1550进行。

9.2 电阻率测量按照GB/T6616进行。
9.3 径向电阻率变化测量按照GB/T11073进行。
9.4 晶向的测量按照GB/T1555进行。
9.5 参考面长度的测量按照GB/T13387进行。
9.6 主参考面晶向按照GB/T13388进行。
9.7 晶体完整性检验按照GB/T1554进行。
9.8 抛光片表面氧化诱生层错按照GB/T4058进行。
9.9 直径测量按照GB/T14140进行。
9.10 间隙氧含量的测量按照GB/T14143进行。
9.11 厚度和总厚度变化的测量按照GB/T6618进行。
9.12 翘曲度测量按照GB/T6620进行。
9.13 平整度测量按照GB/T6621进行。
9.14 表面质量检验按照GB/T6624进行。
9.15 边缘轮廓的测量按照YS/T26进行。
注意：

1．硅片极脆，在用千分尺等工具测量硅片的机械尺寸时，硅片可能在不易察觉的情况下受到物理损伤。因此，在选择测试方法和测量时，应特别小心。
    2．对加工后的硅片，难以确定晶体生长方法（例如直拉法或区熔法）和掺杂剂（例如硼，磷或锑）。确认这些特性参数的检验测试程序应由供需双方商定。
10. 表面缺陷的判别标准

10.1 表面缺陷的最小状态或最小尺寸——下述缺陷的最小状态或最小尺寸将用于决定硅片的验收。小于这些缺陷限度的异常结构不应视为缺陷。
10.2 区域粘污——表面局部区域的外来物质，在检查光照条件下检验呈现为：变色、斑点、或由污迹、色斑、水迹等引起的云状外貌。
10.3 裂纹——符合定义且总长度大于0.25mm（0.010inch）的任何异常结构。
10.4 鸡爪——符合定义且总长度大于0.25mm（0.010inch）的任何异常结构。
10.5 凹坑——直径大于3mm的平滑表面凹陷。
10.6 崩边和缺口——符合定义且径向深度和圆周长度大于0.25mm（0.010inch）包括退刀痕在内的任何边缘异常结构。
10.7 人为的划痕——例如在漫射光照下可见的金刚石刀痕。
10.8 雾——在硅抛光片表面上可观察到窄束钨灯灯丝影像时，表明有雾存在（在某些情况下，粘污可呈现为雾）。
10.9 桔皮——符合定义且在漫射光照下目视可见的任何粗糙表面。
10.10 微粒粘污——停留在硅片表面上，在平行光照射下呈现为亮点的清晰颗粒。
10.11 蚀坑——符合定义且在强光照射下观察时，目视可见的能逐个区分但不能去除的任何表面异常结构。
10.12 刀痕——符合定义且在漫射光下目视可见的任何表面不规则性。
10.13 划伤——符合定义且长宽比大于5:1的任何异常结构。
10.14 滑移线——沿<110>晶向成一直线且在漫射光照射下目视可见的呈断线的任何图形。
10.15 条纹——符合定义且在漫射光照射下目视可见的任何螺旋状的特征。
11. 合格证书

11.1 按照合同或订单中需方的要求，材料的生产厂或者供货方在发货时，应将本规范生产和检验的材料的合格证书及其测试结果报告一并提供。
11.2 为了控制检验费用，供需双方统一该材料“能满足”特定的技术要求，“能满足”意味着不要求供方进行第9节所规定的检验。然而，如果需方进行检验，发现该材料不能够满足要求时，可以拒收。
12. 包装和标志

12.1 对包装有特殊要求时，应由供需双方商定。否则，所有硅片应予以处理、检验和包装，要避免碎片、擦伤和粘污，并按最佳的工艺规程提供充分的包会，以防在交货过程中的损伤。
12.2 按本规范提供的硅片，应在每个包装箱或者其他容器以及每个片盒的外面贴上相应的标签。这样，在后续工序加工之前，硅片会得到合理的保存。
表3  小直径硅单晶抛光试验片规范
	项目
	技术要求

	
	A
	B
	C

	1.0
	一般特性
	
	
	

	1.1
	生长方法
	
	用户规定
	

	1.2
	晶向
	
	用户规定
	

	1.3
	导电类型
	
	用户规定
	

	1.4
	掺杂剂
	
	用户规定
	

	1.5
	FQA、边缘去除距离
	
	不规定
	

	
	
	
	
	

	2.0
	电学特性
	
	
	

	2.1
	电阻率
	
	用户规定
	

	2.2
	径向电阻率变化(RRG)
	
	任选
	

	2.3
	电阻率条纹
	
	不规定
	

	2.4
	少子寿命
	
	不规定
	

	
	
	
	
	

	3.0
	化学特性
	
	
	

	3.1
	氧浓度
	
	不规定
	

	3.2
	径向氧变化
	
	不规定
	

	3.3
	碳浓度
	
	不规定
	

	
	
	
	
	

	4.0
	结构特性
	
	
	

	4.1
	位错蚀坑密度
	无
	任选
	不规定

	4.2
	滑移
	无
	任选
	不规定

	4.3
	系属结构
	无
	任选
	不规定

	4.4
	孪晶
	无
	任选
	不规定

	4.5
	漩涡
	无
	任选
	不规定

	4.6
	浅蚀坑
	无
	任选
	不规定

	4.7
	OISF
	任选
	任选
	不规定

	4.8
	氧沉淀
	不规定
	不规定
	不规定

	
	
	
	
	

	5.0
	硅片制备特性
	
	
	

	5.1
	硅片ID标志
	任选
	任选
	不规定

	5.2
	正面薄膜
	任选
	任选
	不规定

	5.3
	洁净区
	任选
	任选
	不规定

	5.4
	非本征吸除
	任选
	任选
	不规定

	5.5
	背封
	任选
	任选
	不规定

	5.6
	退火
	任选
	任选
	不规定

	
	
	
	
	

	6.0
	机械特性
	
	
	

	6.1
	直径　
	
	
	

	
	2.00inch±
	0.015inch
	0.020inch
	0.030inch

	
	3.00inch±
	0.02inch
	0.025inch
	0.050inch

	
	100mm±
	0.20mm
	0.50mm
	1.00mm

	
	125mm±
	0.20mm
	0.50mm
	1.00mm

	6.2
	主参考面尺寸
	
	
	

	
	2.00inch (平边长度)
	0.500-0.750inch
	0.500-0.750inch
	0.500-0.750inch

	
	3.00inch(平边长度)
	0.750-1.00inch
	0.750-1.00inch
	0.750-1.00inch

	
	100mm(平边长度)
	30-35mm
	28-37mm
	28-37mm

	
	125mm(平边长度)
	40-45mm
	38-47mm
	38-47mm

	6.3
	主参考面方向
	{110}±2o
	{110}±2o
	{110}±2o

	6.4
	副参考面长度
	不规定
	不规定
	不规定

	6.5
	副参考面位置
	不规定
	不规定
	不规定

	6.6
	边缘轮廓
	SEMI M1
	SEMI M1
	任选

	6.7
	厚度
	
	
	

	
	2.00inch
	0.0095-0.0125inch
	0.0090-0.013inch
	0.0080-0.0130inch

	
	3.00inch
	0.0135-0.0165inch
	0.013-0.017inch
	0.012-0.018inch

	
	100mm(SEMI M1.5)
	505-545micros
	500-550 micros
	475-575 micros

	
	100mm(SEMI M1.6)
	605-645 micros
	600-650 micros
	575-675 micros

	
	125mm
	605-645 micros
	600-650 micros
	575-675 micros

	6.8
	厚度变化（TTV）
	不规定
	不规定
	不规定

	6.9
	表面取向
	用户规定
	任选
	不规定

	6.10
	弯曲度（Bow）
	不规定
	不规定
	不规定

	6.11
	翘曲度（Warp）
	不规定
	不规定
	不规定

	6.12
	Sori
	不规定
	不规定
	不规定

	6.13
	总平整度
	不规定
	不规定
	不规定

	6.14
	局部平整度
	不规定
	不规定
	不规定

	
	
	
	
	

	7.0
	正面化学性质
	
	
	

	7.1
	表面金属粘污
	
	
	

	
	钠（Na）
	任选
	不规定
	不规定

	
	铝（Al）
	任选
	不规定
	不规定

	
	铬（Cr）
	任选
	不规定
	不规定

	
	铁（Fe）
	任选
	不规定
	不规定

	
	镍（Ni）
	任选
	不规定
	不规定

	
	铜（Cu）
	任选
	不规定
	不规定

	
	锌（Zn）
	任选
	不规定
	不规定

	
	钙（Ca）
	任选
	不规定
	不规定

	7.2
	表面有机物
	任选
	不规定
	不规定

	
	
	
	
	

	8.0
	正表面目检特性
	
	
	

	8.1
	划伤
	不规定
	不规定
	不规定

	
	总长度
	R/5
	R/2
	不规定

	8.2
	蚀坑
	无
	无
	不规定

	8.3
	雾
	无
	无
	不规定

	8.4
	局部光散射体
	（边缘4mm除外，密度/平方米）

	
	2.00inch
	<1900
	<5000
	不规定

	
	3.00inch
	<1900
	<5000
	不规定

	
	100mm
	<1900
	<5000
	不规定

	
	125mm
	<1900
	<5000
	不规定

	8.5
	粘污/区域
	无
	无
	不规定

	8.6
	崩边
	无
	无
	不规定

	8.7
	边缘裂纹
	无
	无
	不规定

	8.8
	裂纹、鸡爪
	无
	无
	不规定

	8.9
	火山口
	无
	无
	不规定

	8.10
	凹坑
	无
	无
	不规定

	8.11
	沟槽
	无
	无
	不规定

	8.12
	小丘
	无
	无
	不规定

	8.13
	桔皮
	无
	无
	不规定

	8.14
	刀痕
	无
	无
	不规定

	8.15
	杂质条纹
	无
	无
	不规定

	8.16
	粘污
	无
	无
	不规定

	
	
	
	
	

	9.0
	背面特性
	
	
	

	9.1
	崩边
	无
	无
	不规定

	9.2
	裂纹、鸡爪
	无
	无
	不规定

	9.3
	粘污
	无
	无
	不规定

	9.4
	刀痕
	无
	无
	不规定

	9.5
	粘污
	无
	无
	不规定

	9.6
	粗糙度
	不规定
	不规定
	不规定

	9.7
	光亮度
	不规定
	不规定
	不规定


表4  大直径硅单晶抛光试验片规范
	项目
	技术要求

	
	分类

	
	工艺
	机械

	1.0
	一般特性

	1.1
	生长方法
	CZ或MCZ
	CZ或MCZ

	1.2
	晶向
	用户规定
	不规定

	1.3
	导电类型
	[ ]P或[ ]N
	不规定

	1.4
	掺杂剂
	[ ]B或[ ]P
	不规定

	1.5
	FQA、边缘去除距离
	3mm
	3mm

	
	
	
	

	2.0
	电学特性

	2.1
	电阻率
	>1ohm-cm
	不规定

	2.2
	径向电阻率变化(RRG)
	不规定
	不规定

	2.3
	电阻率条纹
	不规定
	不规定

	2.4
	少子寿命
	不规定
	不规定

	
	
	
	

	3.0
	化学特性
	　
	　

	3.1
	氧浓度
	不规定
	不规定

	3.2
	径向氧变化
	不规定
	不规定

	3.3
	碳浓度
	不规定
	不规定

	
	
	
	

	4.0
	结构特性

	4.1
	位错蚀坑密度
	<500/cm2
	不规定

	4.2
	滑移
	无
	不规定

	4.3
	系属结构
	无
	不规定

	4.4
	孪晶
	无
	不规定

	4.5
	漩涡
	不规定
	不规定

	4.6
	浅蚀坑
	不规定
	不规定

	4.7
	OISF
	不规定
	不规定

	4.8
	氧沉淀
	不规定
	不规定

	
	
	
	

	5.0
	硅片制备特性

	5.1
	硅片ID标志
	任选
	任选

	5.2
	正面薄膜
	不规定
	不规定

	5.3
	洁净区
	不规定
	不规定

	5.4
	非本征吸除
	不规定
	不规定

	5.5
	背封
	不规定
	不规定

	5.6
	退火
	不规定
	不规定

	
	
	
	

	6.0
	机械特性

	6.1
	直径　

	
	150mm±
	SEMI M1.8或M1.13
	SEMI M1.8或M1.13

	
	200mm±
	SEMI M1.9或M1.10
	SEMI M1.9或M1.10

	
	300mm±
	SEMI M1.15
	SEMI M1.15

	6.2
	主参考面尺寸(或切口深度)
	
	

	
	150mm(平边长度)
	SEMI M1.8或M1.13
	SEMI M1.8或M1.13

	
	200mm(切口深度)
	SEMI M1.9
	SEMI M1.9

	
	200mm(平边直径)
	SEMI M1.10
	SEMI M1.10

	
	300mm(切口深度)
	SEMI M1.15
	SEMI M1.15

	6.3
	主参考面/切口取向
	SEMI M1
	SEMI M1

	6.4
	副参考面长度
	SEMI M1.8或M1.13(150mm)或M1.10(200mm)

	
	副参考面长度(300mm)
	无
	无

	6.5
	副参考面位置
	SEMI M1
	SEMI M1

	6.6
	边缘轮廓
	SEMI M1
	SEMI M1

	6.7
	厚度
	
	

	
	150mm(SEMI M1)
	SEMI M1.8或M1.13
	SEMI M1.8或M1.13

	
	200mm(缺口或者平边)
	SEMI M1.9或M1.10
	SEMI M1.9或M1.10

	
	300mm
	SEMI M1.15
	SEMI M1.15

	6.8
	厚度变化（TTV）
	不规定
	不规定

	6.9
	表面取向(直径<200mm)
	不规定
	不规定

	
	表面取向(300mm)
	不规定
	不规定

	6.10
	弯曲度（Bow）
	不规定
	不规定

	6.11
	翘曲度（Warp）
	不规定
	不规定

	6.12
	Sori
	不规定
	不规定

	6.13
	总平整度
	不规定
	不规定

	6.14
	局部平整度
	不规定
	不规定

	
	
	
	

	7.0
	正面化学性质
	
	

	7.1
	表面金属粘污
	见注1
	不规定

	
	
	
	

	8.0
	正表面目检特性

	8.1a
	划伤（宏观）  总长度
	无
	不规定

	8.1b
	划伤（微观）  总长度
	<0.1×直径
	不规定

	8.2
	蚀坑
	无
	不规定

	8.3
	雾
	无
	不规定

	8.4
	局部光散射体
	见注2
	不规定

	
	150mm
	<0.2@>0.2um
	不规定

	
	200mm
	<0.2@>0.2um
	不规定

	
	300mm
	<0.2@>0.2um
	不规定

	8.5
	粘污/区域
	无
	不规定

	8.6
	崩边
	无
	不规定

	8.7
	边缘裂纹
	无
	不规定

	8.8
	裂纹、鸡爪
	无
	不规定

	8.9
	火山口
	无
	不规定

	8.10
	凹坑
	无
	不规定

	8.11
	沟槽
	无
	不规定

	8.12
	小丘
	无
	不规定

	8.13
	桔皮
	无
	不规定

	8.14
	刀痕
	无
	不规定

	
	
	
	

	9.0
	背面特性

	9.1
	崩边
	无
	不规定

	9.2
	粗糙度
	不规定
	不规定

	9.3
	亮度（光泽度）

	
	150mm/200mm
	不规定
	不规定

	
	300mm
	>＝80%
	>＝80%

	9.4
	局部光散射体
	不规定
	不规定

	9.5
	划伤（宏观）
	<1/4直径
	不规定

	9.6
	划伤（微观）
	不规定
	不规定

	10.0
	其他特性

	10.1
(TBD)
	边缘条件

	
	150mm/200mm
	不规定
	不规定

	
	300mm
	抛光
	不规定


注1：根据硅片供应商的正片的清洗流程来清洗试验硅片，可以控制表面金属粘污到一定的程度。因此，对于测试片表面的金属粘污参数，并不需进行筛选。表面金属指标有特殊要求的硅片请参考SEMI M24。

注2：根据硅片供应商的正片的清洗流程来清洗试验硅片，可以控制LLS到一定的程度。因此，对于测试片表面的LLS参数，并不需进行筛选。表面LLS参数指标有特殊要求的硅片请参考SEMI M24。

表5  设计线宽为0.18µm或0.13µm的200mm和300mm硅单晶抛光试验片规范

	项目
	P型试验片

	1.0
	一般特性
	

	1.1
	生长方法
	CZ 或MCZ

	1.2
	晶向
	1-0-0

	1.3
	导电类型
	P

	1.4
	掺杂剂
	硼

	1.5
	边缘去除距离
	3mm

	
	
	

	2.0
	电学特性
	

	2.1
	电阻率
	0.5-50ohm-cm (见注1)

	2.2
	径向电阻率变化(RRG)
	不规定

	2.3
	电阻率条纹
	不规定

	2.4
	少子寿命
	不规定

	
	
	

	3.0
	化学特性
	

	3.1
	氧浓度
	不规定

	3.2
	径向氧变化
	不规定

	3.3
	碳浓度
	不规定

	
	
	

	4.0
	结构特性
	

	4.1
	位错蚀坑密度
	不规定

	4.2
	滑移
	无

	4.3
	系属结构
	无

	4.4
	孪晶
	无

	4.5
	漩涡
	不规定

	4.6
	浅蚀坑
	不规定

	4.7
	OISF
	不规定

	4.8
	氧沉淀
	不规定

	
	
	

	5.0
	硅片制备特性
	不规定

	5.1
	硅片ID标志
200mm

300mm
	用户规定
SEMI M1.15

	5.2
	正面薄膜
	无

	5.3
	洁净区
	无

	5.4
	非本征吸除
	无

	5.5
	背封
	无

	5.6
	退火
	用户规定

	
	
	

	6.0
	机械特性
	

	6.1
	直径　
	SEMI M1

	6.2
	主参考面尺寸(或切口深度)
	SEMI M1

	6.3
	主参考面/切口取向
	SEMI M1

	6.4
	边缘轮廓
	SEMI M1

	6.5
	厚度
	SEMI M1±25µm

	6.6
	厚度变化（TTV）
	不规定

	6.7
	表面取向
	1-0-0±1deg

	6.8
	弯曲度（Bow）
	不规定

	6.9
	翘曲度（Warp）
	SEMI M1

	6.10
	Sori
	不规定

	6.11
	总平整度
	不规定

	6.12
	局部平整度
	不规定

	
	
	

	7.0
	正面化学性质
	

	7.1
	表面金属粘污
	见注1

	
	
	

	8.0
	正表面目检特性
	

	8.1A
	划伤(宏观)累计长度
	无

	8.1B
	划伤(微观)累计长度
	<0.10×直径

	8.2
	蚀坑
	无

	8.3
	雾
	无

	8.4
	局部光散射体
	见注2

	8.5
	粘污/区域
	无

	8.6
	崩边
	无

	8.7
	边缘裂纹
	无

	8.8
	裂纹、鸡爪
	无

	8.9
	火山口
	无

	8.10
	凹坑
	无

	8.11
	沟槽
	无

	8.12
	小丘
	无

	8.13
	桔皮
	无

	8.14
	刀痕
	无

	8.15
	杂质条纹
	无

	8.16
	粘污
	无

	
	
	

	9.0
	背面特性
	

	9.1
	崩边
	无

	9.2
	裂纹、鸡爪
	无

	9.3
	粘污
	无

	9.4
	刀痕
	无

	9.5
	粘污
	无

	9.6
	粗糙度
	不规定

	9.7
	光亮度
200mm

300mm
	不规定
SEMI M1.15

	9.8
	划伤（宏观）——总长度
	不规定

	9.9
	划伤（微观）——总长度
	不规定

	9.10
	局部光散射体
	不规定

	
	
	

	10.0
	边缘条件
	用户规定


注1：根据硅片供应商的正片的清洗流程来清洗试验硅片，可以控制表面金属粘污到一定的程度。因此，对于测试片表面的金属粘污参数，并不需进行筛选。表面金属指标有特殊要求的硅片请参考SEMI M24。

注2：根据硅片供应商的正片的清洗流程来清洗试验硅片，可以控制LLS到一定的程度。因此，对于测试片表面的LLS参数，并不需进行筛选。表面LLS参数指标有特殊要求的硅片请参考SEMI M24。
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